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ACCETTAZIONE E CONTROLLO
MATERIA PRIMA WAFER

Accettazione wafers: wafers in silicio
i

mono/poly-cristallino drogati tipo “p
(boro).

Controllo qualita in linea: il 100%
dei wafers vengono controllati su
parametri quali

- resistivita

-integrita

-ispezione 2D

-spessore e TTV

| wafers non conformi alle specifiche
richieste vengono scartati
automaticamente, contabilizzati,
codificati e resi al fornitore.

AFERS INSPECTION

aw wafers acceptance: wafers
" mono-crystalline and poly-crystalline

. p-doped (boron).

~ Quality in line inspection: 100% of
wafers are checked by
-resistivity
-integrity
-2D inspection
-thickness and TTV
Wafers out of specification are
automatically rejected, codified and
returned to the supplier.

raw wafer
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SDE - RIMOZIONE DEI DANNI DA
TAGLIO

Eliminazione difetti da taglio

e pulizia:

attraverso dei bagni chimici i wafers
vengono puliti e i danni del taglio

rimossi{
Texturizzazion

- attraverso deglli attacchi chimici di
tipo acido e a temperatura
controllata le superfici vengono
erose di una quantita specificata

-il processo é di tipo in-line

5 y o
SDE - SAW [MAGE ETCHING

rfaces are fretted using
emperature controlled

s
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DIFF - DIFFUSIONE

Formazione della giunzione p-n:

- per creare la giunzione "p-n" i
wafers vengono drogati con fosforo
(P) attraverso un processo di
diffusione che utilizza dei forni ad
alta temperatura (circa 800°C) e
materiali di consumo quali POCI3 e
ossigeno

- la resistenza superficiale viene
misurata in-line sul 20% dei wafer e
off-line a campione

-il processo e di tipo batch

DIFF - DIFFUSION

P-n junction formation:

- to create the p-n junction the wafers
are doped by phosphorous (P)
through a diffusion process using
high temperature furnaces (800 °C)
and consumables such as POCI3
and O2

- the sheet resistance is checked
in-line on 20% of the wafers
processed and off-line on sample
bases

- the process is a batch type

diffused wafer all sides
p-base material

n-doped layer
phosphorous silicat glass
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PSG - RIMOZIONE DEGLI OSSIDI DI
FOSFORO

Rimozione degli ossidi di fosforo:

-rimozione degli ossidi superficiali
formatisi durante la fase di
diffusione mediante attacco acido

-la qualita di questa fase di processo
viene misurata sia visivamente che
con strumenti "off line"

-il processo & di tipo a batch

1 TN AR W |

PSG - PHOSPHOROUS GLASS
REMOVAL

- the quality is checked visually and
by “off line” instruments
- the process is a batch type 1l 1 P s " AHE g
1 | 117 °F
111 ] |‘.I ﬂl.i H# [

[} ndopedlayer
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Phosphorous glass removal: n' ' L | | | ' [
- removal of phosforous glass created | |
on wafer’s surface during the | | I
diffusion process by.acid etching | L I HANNE N




step_4

PECVD - DEPOSIZIONE CHIMICA
ALLO STATO DI VAPORE AIUTATA
DAL PLASMA

Antiriflesso:

- deposizione di uno strato
antiriflesso di nitruri di silicio (SiNx)
e passivazione mediante idrogeno

- materiali di consumo ammoniaca
(NH3) e silano (SiH4)

-spessore medio dello strato
antiriflesso 80 nm

-la qualita & controllata sul 100% dei
wafers processati mediante un
sistema di visione in line

-il processo & di tipo a batch

PECVD - PLASMA ENHANCED
CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION

Antireflective coating:
- antireflective layer deposition of
SiNx (Silicon Nitride) and hydrogen

-
passivation -

- consumables ammonia (NH3) and '__
silane (SiH4)

- antireflective layer average
thickness 80 nm

- the quality is checked by an in-line
vision system on 100% of the wafers
processed

- the process is a batch type

ar-coating

— RSN
p-doped silicon
-
-




PRINT 1 - STAMPA E ASCIUGATURA
DEI CONTATTI FRONTALI

Stampa contatti frontali e

asciugatura:

- stampa serigrafica dei contatti
elettrici in Ag (argento) sul fronte e
successiva asciugatura

-la qualita & controllata sul 100% dei
wafers processati mediante un
sistema di visione in linea

- materia prima utilizzata pasta di
argento

-il processo e di tipo in linea

PRINT 1 - FRONT SIDE CONTACTS
PRINTING AND DRYING

Front side printing and drying:

- front side silver.(Ag) paste printing

~ of electrical contacts and

- subsequent paste drying process
- the quality.is checked by an in-line

~ vision system on 100% of wafers
processed.

-raw material silver paste

- the process is an in-line type

front side

% contact paste
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PRINT 2 - STAMPA DEI CONTATTI

DEL PRIMO RETRO

Stampa del primo contatto del

retro e asciugatura:

- stampa serigrafica dei contatti 1
elettrici del primo retro in Ag-Al
(lega alluminio/argento) e successiva

asciugatura

-la qualita di stampa & controllata
visivamente

- materia prima pasta in lega
alluminio/argento

-il processo & di tipo in linea

PRINT 2 - FIRST REAR SIDE
CONTACTS PRINTING AND
DRYING

First rear side contact printings and

drying:

- electrical contacts aluminum/silver
rear side printing and subsequent
drying

- the quality is checked visually

- raw material aluminum/silver paste

- the process is an in-line type

rear side contact paste
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PRINT 3 - STAMPA DEI CONTATTI
DEL SECONDO RETRO

Stampa del secondo contatto del

retro e asciugatura:

- stampa serigrafica dei contatti
elettrici del secondo retro in Al
(alluminio) e successiva asciugatura

-la qualita di stampa & controllata
visivamente

- materia prima pasta in alluminio

-il processo & di tipo in linea

PRINT 3 - SECOND REAR SIDE
CONTACTS PRINTING AND
DRYING

Second rear side contact printings

and drying:

-aluminum rear side printing of
second electrical contacts and
subsequent drying

- the quality is checked visually

- raw material aluminum paste

- the process is an in-line type

J\aluminum paste
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FFF - SINTERIZZAZIONE

Sinterizzazione dei contatti:

- sinterizzazione dei contatti
elettrici superiori ed inferiori
mediante un forno di
metallizzazione

-formazione del BSF (back surface
field)

-il processo é di tipo in linea

FFF - SINTERING

Sintering of contacts:

- front.and rear electrical contacts
sintering by metallization furnace

- BSF formation (back surface field)

-the process is an in-line type

AR-coating

— — pilayer, Al-doped
~ Al-Si-eutectic
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ISOLAMENTO DI BORDO
TRAMITE LASER

Isolamento elettrico di bordo:

-isolamento elettrico della cella
mediante incisione perimetrale
eseguita con tecnica laser

-la qualita & controllata sul 100% dei
wafers processati mediante un
sistema di visione in line

-il processo & di tipo in linea

EDGE ISOLATION BY LASER

Edge isolation:

- cell edge isolation, by laser
technology

- the quality is checked by an in-line
vision system on 100% of the wafers
processed

- the process is an in-line type

B laser cut

—
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TEST E CLASSIFICAZIONE -

Test e classificazione:

- tutte le celle vengono testate con
I'utilizzo di un simulatore solare in
“condizioni standard” e classificate
in funzione del colore'e delle
prestazioni elettriche

-la qualita ottica & controllata sul
100% delle celle prodotte mediante
un sistema di visione in linea

-la qualita elettrica & misurata sul
100% delle celle prodotte mediante
latilizzo di un simulatore solare

TEST AND SORTING

Test and sorting:

-all the produced cells are tested in
line by a solar simulator in “standard
test conditions” and sorted by
color and electrical performance

-visual quality is checked by an
in-line visual system on 100% of the
produced cells

- electrical quality is checked by an
in-line solar simulator on 100% of
the produced cells

! ! ! ! : ! ! ! photovoltaic cell
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